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Ao final da disciplina o estudante sera capaz de:
1. Avaliagdo do impacto que a produgdo e o descarte de materiais semicondutores geram para 0 meio
ambiente.
2. Analisar, projetar, montar e testar circuitos eletrénicos em laboratério, com a utilizagdo de diversos
instrumentos (osciloscopio, gerador de sinal, outros) e folhas de dados dos componentes.

Caracteristicas, funcionamento, operagdo, aplicagdes ¢ desenvolvimento experimental de circuitos com
diodos, transistores bipolares ¢ transistores de efeito de campo.

1. Seguranca em eletricidade
1.1. Vestudrio e acessorios adequados em praticas de laboratério.
1.2. Boas préticas na utilizagdo de equipamentos.
1.3. Cuidados ¢ procedimentos para praticas com equipamentos energizados.

2. Politicas de descarte de materiais elétricos
2.1. Descarte de materiais semicondutores.
2.2. Reutilizagdo de materiais utilizados em laboratérios elétricos.

3. Diodos
3.1. Caracteristica Volt-Ampére
3.2. Dependéncia da caracteristica Volt-Ampére com a temperatura
3.3. Retificadores de meia onda e onda completa (ponte e tap central)
3.4. Circuitos dobradores e multiplicadores de tensdo
3.5. Diodo Zener
3.6. Circuitos limitadores e grampeadores

1de2

Universidade Federal de Uberlandia — Avenida Jo&o Naves de Avila, n® 2121, Bairro Santa Manica — 38408-144 — Uberlandia — MG




4. Transistores
4.1. Polarizagdo de transistores NPN
4.2. Polarizag#o de transistores PNP
4.3. Levantamento da curva Vg X I¢ e defini¢@o de reta de carga
4.4. Polarizagdo com realimentagdo
4.5. Amplificador c.a. de pequenos sinais
4.6. Amplificador Darlington.
4.7. Transistor como chave
4.8. Fontes de corrente

5. Transistores de efeito de campo
5.1. Polarizagdo fixa e por divisor de tensdo resistivo
5.2. Levantamento da curva Vpg x Iy
5.3. Polarizagdo com realimentagio
5.4. FET como resistor variavel
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